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[57]申請專利範圍
1.　一種部分反射面天線，包括：一具有一上表面之基板，且一訊號輸出入口開設於該上表
面並用以接收及輸出一高頻訊號；一反射板，係用以部分反射該高頻訊號，且該反射板

之表面設置有一陣列天線區塊；以及複數個支撐單元，該等支撐單元支撐該反射板於該

基板之上表面，且使該反射板與該基板之間維持一特定距離；其中，一天線陣列佈設於

該陣列天線區塊內，且該天線陣列包含複數個微帶反射單元，該陣列天線區塊之面積則

介於該反射板之表面積的 0.31至 0.8倍之間，該特定距離係為該高頻訊號之波長的二分
之一。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之部分反射面天線，其中該陣列天線區塊位於該反射板之表
面的中央部分。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之部分反射面天線，其中該陣列天線區塊之面積為該反射板
之表面積的 0.31倍。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之部分反射面天線，其中該陣列天線區塊之外型為正方形。
5.　如申請專利範圍第 1項所述之部分反射面天線，其中該等微帶反射單元之外型為正方
形。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之部分反射面天線，其中該等支撐單元係由絕緣材質構成。
7.　如申請專利範圍第 1項所述之部分反射面天線，其中該反射板為正方形板。
8.　一種部分反射面天線，包括：一具有一上表面之基板，且一訊號輸出入口開設於該上表
面並用以接收及輸出一高頻訊號；一反射板，係用以部分反射該高頻訊號，且該反射板

之表面設置有一陣列天線區塊；以及複數個支撐單元，該等支撐單元支撐該反射板於該

基板之上表面，且使該反射板與該基板之間維持一特定距離；其中，一第一天線陣列及

一第二天線陣列分別佈設於該陣列天線區塊內，且該第二天線陣列包圍該第一天線陣

列；該第一天線陣列包含複數個第一微帶反射單元，該第二天線陣列則包含複數個第二
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微帶反射單元；介於該等第一微帶反射單元之間的間距係小於介於該等第二微帶反射單

元之間的間距；該陣列天線區塊之面積係介於該反射板之表面積的 0.31至 0.8倍之間，
該特定距離係為該高頻訊號之波長的二分之一。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之部分反射面天線，其中該陣列天線區塊位於該反射板之表
面的中央部分。

10.   如申請專利範圍第 8項所述之部分反射面天線，其中該陣列天線區塊之面積為該反射板
之表面積的 0.72倍。

11.   如申請專利範圍第 8項所述之部分反射面天線，其中該陣列天線區塊之外型為正方形。
12.   如申請專利範圍第 8項所述之部分反射面天線，其中該等第一微帶反射單元之外型為正

方形。

13.   如申請專利範圍第 8項所述之部分反射面天線，其中該等第二微帶反射單元之外型為正
方形。

14.   如申請專利範圍第 8項所述之部分反射面天線，其中該等支撐單元係由絕緣材質構成。
15.   如申請專利範圍第 8項所述之部分反射面天線，其中該反射板為正方形板。
圖式簡單說明

圖 1係習知之部分反射面天線的立體示意圖。

圖 2A係本發明第一實施例之部分反射面天線的立體示意圖。

圖 2B係本發明第一實施例之部分反射面天線之反射板的示意圖。

圖 2C係一顯示位於本發明第一實施例之部分反射面天線之反射板表面的天線陣列之排列
方式的示意圖。

圖 3A係一顯示藉由 HFSS軟體模擬以及實際量測所得之本發明第一實施例之部分反射面
天線所發射出之高頻訊號於磁場平面上的波形示意圖。

圖 3B係一顯示藉由 HFSS軟體模擬以及實際量測所得之本發明第一實施例之部分反射面
天線所發射出之高頻訊號於電場平面上的波形示意圖。

圖 3C係一顯示藉由 HFSS軟體模擬所得之本發明第一實施例之部分反射面天線之孔徑效
率與反射板尺寸之間關係的示意圖。

圖 4A係本發明第二實施例之部分反射面天線的立體示意圖。

圖 4B係本發明第二實施例之部分反射面天線之反射板的示意圖。

圖 4C係一顯示分別位於本發明第二實施例之部分反射面天線之反射板表面的第一天線陣
列與第二天線陣列之排列方式的示意圖。

圖 5A係一顯示藉由 HFSS軟體模擬以及實際量測所得之本發明第二實施例之部分反射面
天線所發射出之高頻訊號於磁場平面上的波形示意圖。

圖 5B係一顯示藉由 HFSS軟體模擬以及實際量測所得之本發明第二實施例之部分反射面
天線所發射出之高頻訊號於電場平面上的波形示意圖。

圖 5C係一顯示本發明第二實施例之部分反射面天線之孔徑效率與反射板尺寸之間關係的
示意圖。

圖 6A係本發明第三實施例之部分反射面天線的立體示意圖。

圖 6B係本發明第三實施例之部分反射面天線之反射板的示意圖。

圖 6C係一顯示位於本發明第三實施例之部分反射面天線之反射板表面的天線陣列之排列
方式的示意圖。

(2)
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圖 7係一顯示藉由 HFSS軟體模擬所得之本發明第二實施例之部分反射面天線所發射出之
高頻訊號以及本發明第三實施例之部分反射面天線所發射出之高頻訊號於磁場平面上的波形

示意圖。
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